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Typ tranzystora: tranzystor krzemowy
Firma: SESCOSEM

Wykonanie: tranzystor krzemowy epi-
taksjalno-planarny n-p-n w obudowie me-
talowej TO-39, kolektor potaczony z obu-
dowa

Zastosowanie: wzmacniacze m.cz. i w.cz.,
uklady przelaczajace, komplementarny do
2N2905

Typy podobne:
BFY72

2N2219 (Ph, Sie, Tex),

przy I =0, Ucg =50 V

przy Ip =0, Ucg =50 V, t; = 150°C
przy I =10 mA, Iy =0

przy I = 0, I = 10 pA

przy Ig = 0, I = 10 mA

przy I = 0, I = 10 mA

przy Ic = 150 mA, Iz = 15 mA
przy Ic = 500 mA, Iz = 50 mA
przy Ic = 150 mA, Iy = 15 mA
przy Ic = 500 mA, Iz = 50 mA
przy I = 0,1 mA, Ugg =10V

Il

przy Ic =1 mA, Ugg =10V
przy Io = 10 mA, Ugg =10 V
przy Ic = 150 mA, Ucp =1V

przy Ic = 150 mA, Uggp =10 V
przy I = 500 mA, Ucg =10 V
przy Ic = 20 mA, Ugg =20V,
f =100 MHz
przy Ucg =10V, I; =0, f=1 MHz
przy Ugg=0,5V, I =0, f=1 MHz
przy I = 20 mA, Ugg =20V, f= 300 MHz
przy I = 20 mA, Ugg =20 V,
f= 31,8 MHz
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Rys. 1-1167. Zaleznos¢ calkowitej mocy strat od temperatury
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